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Caratterizzazione di un filtro mediante TDR

Si consideri il filtro in figura (1600 punti, fma=6GHz).

1. Si misuri in modulo e fase il parametro Sz(f).

2. Simisuri il ritardo introdotto dal filtro con incertezza utilizzando la £Sa1.

3. Si colleghi il cavo ad una porta della cavita e si misuri in TDR dall’altra in modo da
ottenere ancora il coefficiente S21™PX(f), utilizzando il GATING. Riportare i grafici
significativi per motivare la scelta della finestra di GATING

4. Sovrapporre in un grafico sia il modulo che la fase di Sz1(f) e Sx™P®(f) (fare un grafico
per il modulo ed uno per la fase). Spiegare le ragioni delle differenze.

5. Modificare modulo e fase di Sa1™X(f) per sovrapporli a Sz (f) (riportare i risultati in
due grafici, uno per il modulo ed una per la fase).

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari.
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.
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Caratterizzazione di un modo in cavita risonante

La cavita risonante e alimentata da una guida d’onda sulla cella centrale e da un
accoppiatore (porta A della figura). Il dispositivo lavora a frequenze intorno a 11.4 GHz ed
in particolare il modo di lavoro e in accoppiamento critico dalla porta A.

Il dispositivo va caratterizzato con fra la porta A (porta 1) e la porta con il connettore in
ottone (porta2).

1. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 1, misurando f3; con SWR
e QO.

2. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 2, misurando 3,, Q0 con
ReflectionFitResonance.m.

3. Misurare Sx(f) e ricavare il fattore QO dalla misura della £Sa(f).

4. Sovrapporre le misure di |S21(f) | con la stima teorica ottenuta dalle misure di B, B,
QO ottenuti nei punti precedenti.

Sull’asse orizzontale dei grafici in funzione della frequenza, riportare la frequenza
normalizzata alla frequenza di risonanza.

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari.
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.
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Caratterizzazione di un modo in cavita risonante

Si consideri il primo modo della cavita.

1. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 1, misurando f3; con SWR
e QO.

2. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 2, misurando 3,, Q0 con
ReflectionFitResonance.m.

3. Misurare Sx(f) e ricavare il fattore Q0 dalla misura della £Sa(f).

4. Sovrapporre le misure di |S21(f) | con la stima teorica ottenuta dalle misure di B, B,
QO ottenuti nei punti precedenti.

Sull’asse orizzontale dei grafici in funzione della frequenza, riportare la frequenza
normalizzata alla frequenza di risonanza.

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari.
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.
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Caratterizzazione di un modo in cavita risonante

Si consideri il primo modo della cavita.

1. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 1, misurando ; con SWR
e QO.

2. Caratterizzare il comportamento in riflessione della porta 2, misurando 3,, Q0 con
ReflectionFitResonance.m.

3. Misurare Sx(f) e ricavare il fattore Q0 dalla misura della £Sa(f).

4. Sovrapporre le misure di |S2(f)| con la stima teorica ottenuta dalle misure di B, B,
QO ottenuti nei punti precedenti.

Sull’asse orizzontale dei grafici in funzione della frequenza, riportare la frequenza
normalizzata alla frequenza di risonanza.

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari.
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.
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Modulazione di ampiezza sinusoidale e impulsata

1. Si colleghi il Signal generator della R&S allo spectrum analyser generando un
segnale alla frequenza di 100 MHz con una potenza di 0 dBm. Riportare nella
relazione la traccia dello spectrum analyser. Valutare la frequenza e la potenza
misurata entrambe con incertezza (utilizzare per le deviazioni i parametri
dell’esercitazione 8).

2. Applicare una modulazione AM sinusoidale con modulante fmod = 10 kHz e
profondita di modulazione del 50%. Visualizzare il segnale sullo SPA e con i
marker misurare frequenza e potenza della portante, frequenza e potenza delle
bande laterali.

Con il signal generator e anche possibile applicare modulazioni esterne collegando il
segnale modulante all'ingresso modulazione

3. Con il signal generator generare un segnale a 1 MHz. Applicare una modulazione
AM con onda quadra con fmod =1 kHz. Visualizzare I'onda quadra del generatore
sull’oscilloscopio e collegare il segnale all'ingresso MOD del generatore e
selezionare AM Source Ext. Visualizzare il segnale sullo SPA e con i marker
misurare frequenza e potenza della portante, frequenza e potenza delle prime 5
bande laterali. Riportare la misura con il Duty Cicle del 20%

4. Utilizzando il programma matlab FourierPlay.m, visualizzare 1’andamento nel
tempo ed in frequenza della modulazione AM quadrata ottenuta con gli stessi
parametri di quella misurata. [comando Matlab: y=sqrt(omega*t, DutyCicle)]

5. Quale armonica sparisce con Duty Cicle =20%.

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete
significativi. Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.
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Caratterizzazione di una induttanza in TDR

Considerate il dispositivo sotto misura (in figura) come descrivibile con una induttanza L.
Verificare fino a che frequenza il componente puo essere approssimato con tale modello.

1. Misurare il valore L utilizzando i marker nella carta di Smith. Scegliere la frequenza
massima di poco superiore alla prima frequenza di risonanza. Riportare il grafico
della carta di Smith.

2. Utilizzare misure di TDR (fmax= 6GHz, 1600 punti) e riportare I’andamento tipico di
Su(t) del componente.

Suggerimento: scegliete il tmax di misura di Su(t) un multiplo della a costante di
tempo che vi aspettate.

3. Dalla linearizzazione del tratto esponenziale di Su(t) ricavare il valore di L con
incertezza.

4. Fare un grafico riportando la misura e la stima teorica del solo tratto esponenziale
usando il valore di L misurato nel punto 3. Per sovrapporre la misura scegliere un
istante iniziale dell’esponenziale che meglio assicura la sovrapposizione fra le curve
(anche a tentativi) e riportarne il valore sulla relazione.

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete
significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari.
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.

ANNO ACCADEMICO 2017-2018



Prova individuale/3

SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA 19/01/18
Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

Prova individuale

Beam Position Monitor a stripline
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connettore striscia corto circuito

Il prototipo di Beam Position Monitor in figura e fatto da 4 strisce a 50Q2 (nominali) corto-

circuitate ad un estremo; l'altro estremo e saldato ad un connettore e avra impedenza Z:

(figura destra). A causa di imprecisioni durante la realizzazione le 4 strisce non hanno la

stessa impedenza caratteristica ed i connettori possono essere variamente disadattati.

1.

6.

Disegnare approssimativamente Su(t) (Step response) della striscia secondo il
modello in figura.

A partire da Su(w) misurare con incertezza il tempo impiegato dal segnale per
arrivare dal connettore al corto-circuito di una delle 4 strisce e darne una stima
anche con 'Electrical Delay.

Configurare lo strumento per misure in TDR e scegliere la fmax =8GHz (800 punti)
lasciando la finestra di default.

Scegliere la modalita piu adatta (Low Pass Pulse, Low Pass Step o Band Pass) a
misurare la lunghezza di ciascuna delle strisce (dal connettore al corto-circuito),
riportando i grafici significativi. Per ciascuna delle 4 strisce, misurare la durata
temporale e dare una stima della lunghezza (in cm) assumendo che la striscia
supporti un modo TEM.

Misurare I'impedenza Z caratteristica di ciascuna striscia, riportarla in funziona
della distanza z (cm) dalla porta calibrata primo connettore, scegliendo gli intervalli
degli assi in modo che sia evidente la differenza fra le impedenze delle strisce
(attenzione che ogni striscia dovrebbe avere impedenza vicino ai 50 ().

Riportare in un unico grafico le 4 misure di Z(z). Quale striscia e meglio adattata?

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento che ritenete

significativi ed i parametri della calibrazione (tipo ed intervallo di frequenza) se necessari.
Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi.
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